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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Karbon

>

\ Graphene Silicene

.. ) ) Dikembangkan mulai tahun 2012
| Interaksi spin orbital kecil

Interaksi spin orbital besar




| A

X

Silicene

Phosphorus
30.973762

@

Telah dilakukan penelitian silicen didoping dengan
Al dan P dengan menggunakan nanoset silicene
berbentuk buckled (Das dkk, 2015).
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PENDAHULUAN

Memiliki 3 elektron valensi

Doping semikonduktor tipe-p

Gallium

Memiliki 5 elektron valensi

Doping semikonduktor tipe-n >

Silicene Arsenic

Semikonduktor yang
berpasangan
(Vaclavik, 2013)

Punya kisi yang sama

- |  (Saleh, 1991). "’
Gallium Arsenic
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RUMUSAN BATASAN MASALAH I
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l Struktur silicene yang digunakan l

Bagaimana sifat optik
linier dari silicene dengan

pendekatan teori fungsi
kerapatan? Sifat optik yang dianalisa dan disimulasikan
dibatasi pada indeks bias, koefisien pemantulan,

hanya sel 2x2

-~

dan koefisien penyerapan

Bagaimana pengaruh
doping atom Gallium
(Ga) dan Arsenic(As)
terhadap sifat optik linier
dari silicene dengan
- pendekatan teori fungsi
~ kerapatan?
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TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui sifat optik linier dari silicene
dengan pendekatan teori fungsi kerapatan.

2. Mengetahui pengaruh doping atom Gallium
(Ga) dan Arsenic (As) terhadap sifat optik linier
dari Silicene dengan pendekatan teori fungsi
kerapatan.
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MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan mampu memberi arahan
kepada eksperimentalis sebagai
pembanding dalam mendesain struktur
material di laboratorium
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Teori Fungsi

Dengan menggunakan persamaan

Kerapatan '_ ~ Kohn Sham
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Teori Fungsi

Kerapatan
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Teori Fungsi

Kerapatan

Guess density n(r)

Construct effective potential
Ve (1) = Voo () + Vy[n] + V [n]
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Solve KS equation

|:— % vz + F.Eﬁ' (1':]':|'Prf (r} = E,-l,{!l-ll:l‘)

Calculate new density and Compare

n() =3 |y, @)

no Self-

consistent
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Obtain output:
Total energy, Force,
Eigenvalues, ...

Iterasi
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Inisialisasi parameter

Konvergensi :

1. Energi Cut-off(ecut)

2. Banyaknya iterasi maksimum(nstep)
3. Jumlah kpoint

4. Acell (Lattice Constant)
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Perhitungan :
1. Indeks bias

2. Koefisien Pemantulan
3. Koefisien Penyerapan

Posisi
doping
atom
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Lattice Constant of Silicene
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Total Energi (Harfree)
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Fungsi dielektrik dari Silicene

//

Fungsi dielektrik dari Silicene
(Chowdhury, 2016)
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Posisi Energi (eV) Nilai Maksimum

3,80 1,71
Si-Ga

3,94 1,61

2,80 1,89
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0,17 2,35

Si-GaAs HH 2,77 2,21




Posisi Energi (eV) Nilai Maksimum

5,71 1,06
Si-Ga
6,16 0,85
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Posisi Energi (eV) Nilai Maksimum
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Posisi Energi (eV) Nilai Maksimum
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Energi kohesif ur)tuk silicene Sapig el Co s
murni | (Ha)
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~ Perbandingan posisi (koefisien pemantulan)
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PENUTUP

Kesimpulan

« Semua sifat optik silicene murni menurun ketika di doping dengan Ga, As dan
GaAs.

« Nilai indeks bias (real) paling rendah pada saat silicene di doping dengan
Gallium pada posisi hollow dan top. Nilai indeks bias (imajiner), koefisien
pemantulan dan koefisien penyerapan paing rendah pada saat silicene
didoping dengan Gallium pada posisi top.

 Nilai indeks bias (imaginer), koefisien pemantulan, koefisien penyerapan
terendah pada saat silicene didoping dengan Arsenik pada posisi hollow. Nilai
indeks bias (real) terendah pada saat silicene didoping dengan Arsenik pada
posisi top.

* Nilai silicene murni yang didopping gallium arsenik untuk Nilai indeks bias,
koefisien pemantulan, dan koefisien penyerapan mengalami penurunan



1 Pada penelitian selanjutnya diharapkan menelitil
I tentang pengaruh variasi doping dan banyaknya.
| doping dengan material dua dimensi yang berbeda
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